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MỞ ĐẦU 

Hiệu ứng tán xạ Raman được phát hiện vào năm 1928 bởi nhà vật lý học 

Ấn Độ Chandrasekhara Venkata Raman, nhờ phát hiện này mà Raman đã nhận 

được giải Nobel vật lý vào năm 1930. Sau khi được phát hiện, tán xạ Raman đã 

trở thành một công cụ rất hữu ích đối với việc phân tích các mẫu vật chất, đặc 

biệt là các mẫu hóa học và sinh học. Trong hiệu ứng tán xạ Raman, ánh sáng 

tới được tán xạ không đàn hồi bởi mẫu chất và tần số của nó bị dịch đi một 

khoảng bằng năng lượng dao động của phân tử có trong mẫu. Vì vậy, phổ tán 

xạ Raman cung cấp thông tin về các dao động phân tử và do mỗi loại phân tử 

đều có một số loại dao động đặc trưng nên nó cho ta biết thành phần các loại 

phân tử của mẫu chất được phân tích. Việc dùng phổ tán xạ Raman để nhận 

biết phân tử giống như chúng ta vẫn dùng dấu vân tay để xác định con người. 

Mặc dù có lợi thế như vậy nhưng tán xạ Raman lại bị hạn chế rất nhiều do xác 

suất xảy ra rất thấp của nó. Người ta đã tính ra rằng, trung bình chỉ có một 

photon bị tán xạ Raman trong số 106 - 108 photon rơi vào vật liệu. Chính vì vậy 

mà cường độ của tín hiệu Raman đo được thường rất yếu. Do đó việc phân tích 

một lượng mẫu chất ít (tới ngưỡng vết) là rất khó.  

Một bước ngoặt lớn đã xảy ra vào năm 1974, khi nhóm nghiên cứu của 

Fleischmann đã phát hiện ra rằng sự có mặt của một điện cực bạc nhám sẽ 

làm cho cường độ tín hiệu Raman của pyridin hấp thụ trên bề mặt điện cực đó 

tăng lên nhiều lần (∼ 106 lần). Từ đây bắt đầu kỷ nguyên phát triển của “tán 

xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS)” để trở thành một kỹ thuật phân tích 

nhanh, đơn giản và giá thành thấp để phát hiện lượng vết của các phân tử hữu 

cơ và sinh học. Trong hiệu ứng SERS, cường độ của các vạch phổ tán xạ 

Raman của các phân tử nằm trên hoặc nằm gần các bề mặt kim loại gồ ghề ở 

cấp độ nano sẽ được tăng cường lên rất nhiều lần (có thể lên tới trên 1014 lần). 

Các bề mặt kim loại gồ ghề ở cấp độ nano này được gọi là các đế SERS..  


